MASTER EN NUEVAS TECNOLOGIAS ELECTRONICAS Y

FOTONICAS
TRABAJO DE FIN DE MASTER - CURSO 2026-2027
PROPUESTA

Titulo: Semiconductores hiperdopados y texturizados con
centros profundos

Titulo en inglés: Hyperdoped and texturized semiconductors with deep
centers

Tutor/es: David Pastor Pastor

Correos-e: dpastor@ucm.es

Lugar de realizacion: | Grupo de Laminas Delgadas y Microelectrénica

Resumen:

El silicio hiperdopado es un material que estd generando gran interés debido a su
potencial para incrementar drasticamente la detectividad en la region cercana del
infrarrojo, recolectando los fotones de la region infrarroja que tradicionalmente estan
desaprovechados en el silicio.

En este trabajo se plantea estudiar los materiales dopados y texturizados basados en
silicio hiperdopado con centros profundos.

Para ello el alumno se integrard en una linea de investigacion dentro del Grupo de
Laminas Delgadas y Microelectronica que busca incrementar la eficiencia en detectores
de infrarrojo basados en silicio.

Objetivo general

Fabricacion y caracterizacion opto-electronica de muestras donde la capa de silicio ha
sido texturizada e hiperdopada con centros profundos.

Objetivos especificos
Medida de la fotorrespuesta infrarroja del material y determinacion de los mecanismos
de conduccion que pueden limitar la conduccion.

Metodologia:

- Fabricacion del fmaterial. Las tecnologias disponibles son, reactive ion etching (RIE),
la litografia optica, la implantacion i6nica, los recocidos térmicos rapidos, recocidos
térmicos con laseres ultrarrapidos, evaporadores por haz de electrones y evaporador
por efecto Joule. Para los procesos microelectronicos que lo requieran, se trabajara en
un entorno de sala limpia, donde se tiene un control del tamafio de las particulas del
ambiente, la humedad y la iluminacion.

Caracterizacion estructural del silicio sobresaturado: Se realizaran medidas de
espectroscopia Raman para determinar la cristalinidad después del proceso de
implantacion idnica.

-Caracterizacion Optica del silicio sobresaturado: Se realizaran medidas de la
transmitancia y la reflectancia para determinar la absorptancia de la capa supersaturada.




-Caracterizacion eléctricas (medidas de corriente en funciéon de la tension y/o la
temperatura) y optoelectronicas (medida de la fotorrespuesta del fotodetector).

Para los procesos microelectronicos que lo requieran, se trabajara en un entorno de sala
limpia, donde se tiene un control del tamafio de las particulas del ambiente, la humedad
y la iluminacion.

Conocimientos previos recomendados:

Los conocimientos previos recomendados son los que corresponderian a la asignatura
de Electrénica Fisica de la UCM:
https://www.ucm.es/data/cont/docs/18-2021-06-30-ElectrFis.pdf
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